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薄型結晶シリコン基板上への裏面電極型ヘテロ接合太陽電池の作製 

Fabrication of interdigitated back-contact silicon heterojunction solar cells 

on a thin crystalline silicon substrate using inkjet printing 
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結晶シリコン系太陽電池の低コスト化のためにシリコン基板の薄膜化が求められている。だが、

厚さ 100 μm以下のシリコン基板は外力で容易に破損するため、従来の加工法をそのまま適用す

ることは難しい。裏面電極型ヘテロ接合太陽電池（interdigitated back-contact Si heterojunction solar 

cell, IBC-SiHJ）の加工には一般的にフォトリソグラフィが利用されているが、この加工法では基

板が様々な外力に曝されるため、薄型シリコン基板は簡単に破損してしまう。そこで我々はフォ

トリソグラフィの代わりにインクジェット印刷を利用した。インクジェット印刷は非接触印刷法

であるため、基板を傷つけることなくエッチングマスクを作製することが出来る。この手法を用

いることで、厚さ 100μm 以下のシリコン基板から裏面電極型ヘテロ接合太陽電池を作製したの

で、その結果を報告する。 

 Si基板は市販 n-type Si(1 0 0)ウェハを研磨して約 100 μmに薄膜化した後、フッ硝酸で表面エッ

チングすることで 96±1μm まで薄膜化したものを用いた。基板表面のテクスチャ加工はせず、

両面フラットのまま用いた。太陽電池構造は Figure 1 に示した。電極幅はシミュレーションによ

り最適化した値を用いた[1]。太陽電池加工手順は以前の報告とほぼ同等であり、a-Si 薄膜は

PECVDで作製し、ITO薄膜および Ag薄膜はスパッタリングで作製した[2]。エッチングマスク印

刷には Fujifilm-Dimatix 社のマテリアルプリンタ DMP-2831（液滴量 10 pL）を利用した。エッチ

ングマスクの造膜成分としては Dow 社のポジ型フォトレジスト Microposit S1813G を用い、希釈

溶媒としては diethylene glycol monoethyl ether を用いた。得られた太陽電池の電気特性は Figure 2

に示した。現在さらに薄い Si基板の加工を実施中である。 

 
 

Figure 1. Schematic cross-sectional diagram  

of the fabricated IBC-SiHJ solar cell 

Figure 2. Current density versus voltage for the  

fabricated IBC-SiHJ solar cell using inkjet printing 
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